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W.WŁOSINSKI: Wyniki badania warstw MoMnFeSi spiekanych na ceramice alundowej 

Badano wpływ temperatury i czasu spiekania warstwy MoMnFeSi na jej strukturę metalograficzną i jej przy­

czepność do ceramiki alundowej oraz na głębokość dyfuzji Mo, Fe i Mn do ceramiki. Opisano metodę pioroiaru 

głębokości dyfuzji przez utlenianie próbek w temperaturze 800 C i w czasie około 60 minut. Stwierdzono, że 

w warstwach metalicznych typu MoMnFeSi istnieje nierównomierne rozmieszczenie składników oraz, że 

pierwiastkami najintensywniej dyfundującymi do ceramiki alundowej są Mn i Fe. Połączenie ceramiki alundo­

wej z warstwami MoMnFeSi ma charakter połączenia dyfuzyjnego. 

W.M.RECKO, J.RADOMSKI, A.WASZKIEWICZ: Przegląd własności fizykochemicznych i technologii 
otrzymywania trójtlenku boru do celów półprzewodnikowych 

Artykuł stanowi przegląd danych fizykochemicznych h 3603 i B203 oraz metod otrzymywania B2O3 o czys­

tości półprzewodnikowej. 

J.NOWACKI, K.SZYSZEJ: Tworzywa sztuczne w optoelektronice 

W artykule omówiono kierunki rozwojowe zastosowań tworzyw sztucznych w optoelektronice. Uwzględniiono 

coraz szerszy udział odpowiednich tworzyw sztucznych w produkcji przyrządów elektronicznych, podając ich 

niektóre własności i metody przetwórstwa. 

T. DROŻDŻ: Ustalenie własności drutu aluminiowego do zgrzewania ultradźwiękowego 

Podano wyniki badań powierzchni, struktury i własności mechanicznych drutów aluminiowych o średnicy 100/am 

stosowanych do zgrzewania ultradźwiękowego. Omówiono wyniki badań na podstawie których ustalono przy­

czyny niezgrzewania się drutu aluminiowego spotykanego w praktyce. Zaproponowano wymagania dotyczące 

własności drutu. Powinny one zagwarantować pewność połączenia i odpowiednią wytrzymałość złącza z prze­

pustami tranzystorów i strukturą półprzewodnikową. 

W.ADAMUSZEK, J.SOSNOWSKI, W.SZPONDER, J. KOPCZYŃSKI: Otrzymywanie testowych monokryszta­

łów germanu 

Opisano sposób otrzymywania metodą Czochralskiego testowych monokryształów germanu o wysokich parame­

trach fizycznych. 

I. SKRZYNECKA: Badanie maskowania procesu termicznego utleniania krzemu przez chemicznie osadzone 
warstwy azotku krzemu 

Opisano wyniki badań maskowania termicznego utleniania krzemu przez warstwy azotku krzemu otrzymywane 

w wyniku reakcji silanu z amoniakiem w atmosferze wodoru. Maskowanie warstw Si3N4 było badane metodą 

pomiaru grubości tych warstw przed i po procesie utleniania. Skuteczność maskowania oceniano za pomocą 

analizującego mikroskopu elektronowego oraz metodą pomiaru absorpcji w podczerwieni. 

J.BORKOWICZ i J.KOREC: Metoda dwutemperaturowego wzrostu krzemowych warstw epitaksjalnych 

Zbadano technikę dwutemperaturowego wzrostu krzemowych warstw epitaksjalnych. Przyjęto rozkład domieszek 

jako miernik jakości struktury obszaru granicznego warstwa epitaksjalna-podłoże. Określono optymalne 

warunki technologiczne prowadzenia dwutemperaturowego procesu epitaksji oraz wykazano przewagę tej 

techniki nad techniką standardową. 
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B.BJIOClHbCKM: Pe3yjifcTara HccaeflOBamia caoeB MoMnFeSi cneieHHuxHa anyimoBoa KepauHKe 
WccjiezuBaKO BJiHHUMe Teunepaiypu h BpeueuH cneKaHHH cjioh MoMnFeS; Ha ero «eTanjiorpa$HiecKyD 
CTpyKT/py, npHJiHnaeMOCTb k anyimoBoft KepauHKe h rjiyÖBHy ÄH$$y3HM Mo, Fe u Mn b gepauHKy. 
OnacaH ueTOfl H3nepeHHH rjiyöHHH aH$$y3HH nyieu OKHCJieHHH oöpa3ijoB npa leu-pe 800UC b TeseHHe 
OKOAO SO UHEyT. 
ycTaHOä^eHO, no b MeTajuuiiecKHX cjiohx rana MoMnFeSi npoHcxoauT HepaBHOiiepHoe pacnpeaeaeHHe 
KOMnoHdHTOB H iTO 3JieneHTaMH, KOTopue Hauöojiee HHT6HCÜBH0 4H$$yMHpyDT B ajiyHAOByu Kepaiuucy, 
HBJIHDTJH Mn H Fe . CoeflHHeHHfl aJiyHflOBOB KepailHKH CC CJIOHUH MoMnFeSi HMeiOT XapaKTep flHlJxjjyBHOH-
HHX C03flKHeHHä. 

B.PEUKC, H.PA/IOMCKM, A.BAEKEB1/H: CBOftcTBa h ueTOĄu nojiyqeHUH opTOöopHott khcjioth h okhch öopa 
RJia noJiynpoBOAHHKOBOß npoHuinjieHHOCTH 

CTaTBH npeflCTaBJIfl0T 0Ö30P XHMi!K0-$H3H*ieCKHX CBOflCTB OpTOÖOpHOfl KHCJIOThl H OK14CH ÖOpa, a TaK *6 
ueToau nojiyqeHHH okhch Öopa ÄJia nojiynpoBOAHHKOBOtt npouHauieHHocTH. 

H.H0BALK1Ä, K.BlZDlEü: IbiacTuaccu npuMeaaeuue b oiitosjicktpohhkg 
B cTaTie paccMOTpeHu oömiie HanpaBJieHnn pa3BHTHA onToaJieKipoHHKH, c y^eTOM üoctohhho yBejuwii-
Bawnx;H BHAOB iuiacmacc, npHneHHeuüx b 3JI6ktpohhhx nüHÖODax. 
IlpHBefleHu HeKoiopue saHHue KacaouiecH hx cboäctb h iieioaoB hx HsroxoBJieHHH 

T.APOIZX: OnpeseJieuHe cboäctb ajimwHHeBOfl npoBOJiOKH, npnxeHHeuott w yji£Tpa3ByK0B0a cBapKH 
IlpuBe^erai pesyjiBTara HccJieflOBaHHK noBepxHocTH, cTpyKTypu h uexauHqecKHx cboüctb aaaiHHHeBoa 
np0B0Ji3KH AHaueTpoti 100 uku, npaiieHfleiioB ajm yjibTpa3ByK0B0fl CBapKH. PaccMOTpeHu pesyjiBTaTH 
HccflejoBaHH», Ha ochobo kotophx yciaHOBJieHu npHiviHu HecBapHBaeuocTH ajiaiHHHeBO« npoBOJiOKH 
npioieiueHoK b npaKinKe. 
upe/yioiemj TpeÖOBaHHH, KacaumecH cboöctb npoBOJiOKH, KOTopue aojlkhm rapauTHpoBaTL HaaemocTB 
COeaHHSHHH H COOTB6TCTB6HHyiO JipO<IHOCTB C06AMH6HHH C TOKOBBOflailH TpaH3HCT0p0B H nOJiynpOBOflHII-
KOBHJIH 3JieM6HTai<M. 

B.AÄAM.vfliEK, fl.COCHOBCKM, B.ilillOHÄEP, H.KOIHHHCKM: üo^yveHHe seciOBUx iiOHOKpHCTajuiOB repuannH 
B CTaTie onHcaH cnocoö noJiyqeHiw lecTOBHX MOHOKpHCTajuioB re puahmh, c bucokhmh $h3hu6ckhiui 
napaMe:paMH no iieioay loxpajiBCKoro. 

H.CKIHtKUKA: HccJieaoBaHMe «acKupoBaaiiM npouecca TepwnqecKoro OKHc/ieHUH kpömhhh xHUHiecKii 
OCa*ae£HWMH ÜJieHKaMH HHTpHfla KpeMHHfl 

npeacTtBJieHH pesyjiixaThi HccaeflOBaHHfl xacKHpOBaHHH npoueccu xepiuiiecKoro ckhcjighmh KpeMHHH 
nneHKölkH HHTpH^a KpeUHHH. UneHKH HMTpiWa KpöMHHH ÓH/IB II0JiyM8HLI M6T0Ä0M XHUHSeCKOrO 0Ca*A6HHfl 
B pe3yiBTaT0 peaKumi cHJiaaa c aMUHaxoM b aT«oc<|iepe Bô opofla. üccaeAOBaHHH npoBoa«^HCB mbxoäom 
H3MepeiHfl TOJimHKH IUI6H0K HHTpH^a KpöMHHH RO H nOCJIB npOUeCCa OKHCJi0HHfl, KaieCTBO UaCKHpOBaHHH 
oucHHBćJiocB npH nouonm aJieKTpoHHoro MHKpocKona, a TaK *e «eT040« H3uepeHHH norJioneHMH b kh$-
paKi>aciux Jiyqax, 

JO.BOPKCBHH, H.KOPEH: MeTOflHKa AByxTeMnepaiypHoro pocTa KpeuHHeBux ariaxaKcua^iHux caoeB 
MccjieACBaua tsxhhkq AByxTeunepaiypHoro poeta KpeMKaeBhu 3njdT{utcHajiBHux caoeB. UpuHflTO, qio 
pacnpezeJieHHe npmiecea HBJweTCH Mepo« Ka^ecTBa cipyKiypb rpaanqHO» oÖjiacTH snHTaKcaajiBHUtl cao» 
noAJiona. OnpeAe^eHü onTmiajiBHue TexHonorHiecKne ycnoBHH roh npoBeaeaHH AByxTerniepaTypHoro 
npoqecca anHTaKCHH h n0Ka3aH0 npeimymecTBO aiofl tkxhhkh no cpaBHSHHO co cTannapTHofl. 
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W.WŁOSINSKI: Sintered layers of MoMnFeSi on alumina ceramics — the results of research 

Time and temperature effects of the MoMnFeSi layers' on its metallographic structure, its adhesion to alurmima 

ceramic and the diffusion depth of Mo, Fe and Mn in the ceramic were investigated. Diffusion depth measure­

ment by oxidizing samples /approximately 60 minutes/ at 800 C is described. It was stated that the components 

of the investigated layers are unequally distributed and Mn and Fe are the elements most effectively diffundiing 

in alumina ceramic. The seals of alumina ceramic with MoMnFeSi layers have the characteristics of diffus ion 

seals. 

W.M.RECKO, J«RADOMSKI, A.WASZKIEWICZ: Physical and chemical properties and the production methoids of 

boron oxide for semiconductors — a review. 

Physical and chemical data for HgBO^, 62^3 an<^ production methods of high purity are presented.. 

J.NOWACKI, K.SZYSZEJ: Plastics in optoelectronics 

General development directions of plastics' application in optoelectronics are mentioned. An increasing sihaire 

of suitable plastics in electronic device production is taken into consideration, and some properties of plastics 

as well as techniques of their processing are presented. 

T. DROŻDŻ: Aluminium wire characteristics defining for ultrasonic welding 

The investigations of surface, structure and mechanical properties of aluminium wire /j? = 100yjm/ used for 

ultrasonic welding were carried out. The reasons of the unweldability of commonly used aluminium wire are 

discussed. Wire requirements are presented. They should insure the seals reliability and strength with the 
semiconductors elements. 

W.ADAMUSZEK, J,SOSNOWSKI, W.SZPONDER, J.KOPCZYŃSKI: Production of Ge single crystals fön­

test in g 

The Czochralski method of obtaining high physical parameters of Ge single crystals used for testing is 

described. 

I.SKRZYNECKA: Masking investigation of silicon thermal oxidation process by chemically deposited Si3N4 

films 

Results of masking investigation of silięon thermal oxidation by Si^N^ films obtained in chemical reaction of 

silane and ammonia in hydrogen atmosphere are presented. Masking of SigN^ layers was inwestigated by frlm 

thickness measurement before and after oxidation process. Masking was tested with electron microscope and by 

infra-red absorption. 

J.BORKOWICZ, J.KOREC: Two-temperature growth of Si epitaxial layers 

Two-temperature epitaxial vapour growth of silicon layers /two stage growth/ was evaluated. The impurities 

distribution profile at the epitaxial layer-substrate interface was considered as the interface quality factor of 

the two-temperature epitaxial process. The best technological conditions arwiłhe advantages of this coating 

technique were described. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi 

Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętości artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie^ z interlinią /co drugi 

wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 

wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/ należy wykonywać osobno /nie w maszynopisie całego 

artykułu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać 

tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języku 

polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części, a w części końcowej winny być sformuło­

wane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału artykułu na 

oddzielnie zatytułowane części. 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 

w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 

oddzielnie /niezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na prze­

zroczystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 

i powiększenie należy podawać na odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 

łącznie /nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 

litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 

ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na 

numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1 ] . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itp. 

powinny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar /SI/ oraz 

z innymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na 

stronie nie powinno być więcej niż 5. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 

korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Materiałach Elektronicznych" uważany jest za równoznaczny 

z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do drukowania w żadnym innym czaso­

piśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania się 

i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 

Materiał przygotowany przez Zleceniodawcę 

WPM"WEMA". Warszawa 1975. Nakład 500^60 egz . 

Zam. 1006/75 -6 -Z/S 
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